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 重金属である白金(Pt)では電流-スピン流変換現象であるスピンホール効果(SH)が発生する

[1]。近年の研究で、その白金に対してOイオンやSイオンを不純物として注入することで、電流

-スピン流の変換効率であるスピンホール角(θSH)が上昇するという結果が得られた[2],[3]。本研究

ではSeイオンを注入した試料を作製し、スピンホール効果に関する調査を行った。 

得られた試料はスピントルク強磁性共鳴法を用いて、スピンホール効果の評価を行った。全

体的な傾向として、イオン注入量の増加と共に θSH は増加した。Se イオンを注入した試料に関

して、5×1016 ion/cm2添加量にて θSH = 0.26となった。外因性スピンホール効果の要因として、

スキュー散乱とサイドジャンプ散乱がしられている。得られた試料に対して、残留抵抗率impと

残留スピンホール抵抗率 impの関係を図 1 に示す。SH
impはimpの二乗に比例する傾向が得ら

れており、スピンホール効果はサイドジ

ャンプ散乱の寄与により向上していると

考えられる。一方、添加量の大きな Pt(N)

や Pt(Se)は線形フィットから大きく外れ

ている。これら試料は不純物散乱のスピ

ンホール効果への寄与が高いことが考え

られる。 
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Figure.1 Relationship between SH
imp and imp. 

O-, N-, Se-implanted Pt shows Pt(O), Pt(N), 

Pt(Se), respectively. The number shows 

dose/fluence of ions.  
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